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はじめに 情報化社会の発展により、情報機器と LSIの高速化や高機能化が求められている．その

ためには光による配線や光センシングなど光技術の応用が重要であり、光技術の Si-LSIとの集積

化や Si の微細加工技術の利用，また Si との融合による低コスト化が期待されている．そこで，

Si と III-V 族光デバイスの融合が重要となる．我々の研究室では Si 上発光デバイス実現のため，Si

上およびGaP上自己形成 InAs量子ドット(QD)の検討を行ってきた[1]．しかし，InAsとGaPとの間には約

11%の格子不整合差が存在し，そこに起因する格子欠陥の増大により，発光は難しい．そこで，InAs に

Ga を添加した GaInAs量子ドットを用いることで基板との格子不整合差が緩和できる．今回、Siに格子定

数の近い GaP基板上で GaInAs量子ドットの形成と低温 PL発光を確認したので報告する． 

実験 試料の成長には TBP，TBAを用いるMOCVD法により行った．GaP(100)基板上に 625 ºCでサー

マルクリーニングを 10[min]施し，600 ºC で GaP バッファ層を 200nm成長した後， 400ºC・0.18 m/h で

Ga0.8In0.2As QDを成長した．同条件でAFMによるドット形状観測用にQDを表面に形成した試料と，また

PL 測定試料用にはドット直後に GaP キャップ層をドットと同温度条件で 20nm 成長して埋め込んだ後，

GaP スペーサ層を 600 ºC で 100nm成長した．なお PL測定には，励起光源として，波長 405[nm]の LD

を用いた． 

結果 GaP上 InAs QD と異なり、歪み度を低減した Ga0.8In0.2As QDではドット形成前の濡れ層が多くなる

と考えられる為、ドットを 8ML分供給した．Fig.1に GaP バッファ上に形成した GaInAs 量子ドットの AFM

像を示す． 1x10
11

[cm
-1

]の密度を持つドットの形成に成功した．Fig.2 に PL 測定用試料からの 77K での

PLスペクトルおよび何も成長していない GaP基板からの PLスペクトル（GaPのバンドギャップは 2.26[eV]

である為、不純物準位であると考える）を示す．今回GaP上のGaInAsドットからの発光を得ることに成功し

た．埋め込みサンプルの発光と基板不純物の発光の差分から，3 つのピークが確認できる．このピーク位

置をガウス関数近似によるピークフィッティングした結果，それぞれ 1.85[eV]，2.02[eV]，2.21[eV]となった．

これらのピークはドットの基底準位，第一励起準位，第二励起準位からの発光であると考えているが、低

温PLにおけるキャリアのエネルギー分布を考えると発光スペクトル幅が広いため，ドットサイズ分布などの

影響も考えられるため，詳細な検討を進めている． 
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Fig.2 Ga0.8In0.2As 量子ドット，GaP 不純物準位お

よびその差分 PLスペクトル 
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Fig.1 Ga0.8In0.2As QDの AFM像(1m1m) 
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